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S/S Soyadi, adi, Tevallld Struktur Vazifesi Stat Elmi adi ve
atasinin adi vahidi daracasi
| MOvzu Uzra
1. | Abdinov 30.05.1945 | Fiziki Kafedra 1 Professor, fizika-
©hmad elektronika | mudiri riyaziyyat elmlari
Sahvalad oglu kafedrasi doktoru
2. | Resulov Eldar | 10.02.1967 | Fiziki Dosent 1 Dosent, fizika-
Aydin oglu elektronika riyaziyyat elmlori
kafedrasi namizadi
3. | ©mirova 05.11.1977 | Fiziki Mualim 0,5 | Muallim, fizika-
Sabina ikram elektronika riyaziyyat elmlari
qizi kafedrasi namizadi
4. | Rshimova 13.10.1967 | Fiziki Mualim 0,5 | Muallim, fizika-
Naile Oli qiz elektronika riyaziyyat elmlori
kafedrasi namizadi
5. | Allahverdiyev 18.11.1954 | Fiziki Muaalim 0,5 | Muallim, fizika-
Semsaddin elektronika Uzro falsafa
Allahverdi oglu kafedrasi doktoru
Il MGvzu Uzra
6. | Huseynov 26.05.1957 | Fiziki Dosent 1 Dosent, fizika
Tarlan elektronika elmlari doktoru
Xanbaba oglu kafedrasi
7. | Davudov 31.03.1939 | Fiziki Dosent 1 Dosent, fizika-
Benyamaddin elektronika riyaziyyat elmlari
Bayaga oglu kafedrasi namizadi
8. | Qaribov Qeys 10.11.1940 | Fiziki Dosent 1 Dosent, fizika-
ibrahim oglu elektronika riyaziyyat elmlori
kafedrasi namizadi
9. | Sadigzada 25.12.1947 | Fiziki Dosent 1 Dosent, fizika-
Gulara elektronika riyaziyyat elmlari
Mammad qizi kafedrasi namizadi
10.| Agayev 02.06.1950 | Fiziki Dosent 1 Dosent, fizika-
Mustafa elektronika riyaziyyat elmlori
Nuhbala oglu kafedrasi namizadi
11.| Slekbarov 08.06.1970 | Fiziki Mualim 0,5 | Muallim, fizika
Sahin Semsad elektronika Uzro folsafa
oglu kafedrasi doktoru
[l MOvzu Uzre
12| Memmadov 02.06.1974 | Fiziki Professor | 0,5 | Professor, fizika
Huseyn Mikayil elektronika elmlari doktoru
0. kafedrasi
13.| ©fandiyeva 10.09.1950 | Fiziki Professor | 0,5 | Professor, fizika-
izzet Mammad elektronika riyaziyyat elmlari
qizi kafedrasi doktoru
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14, Sefsarov Vaqif 05.03.1941 | Fiziki Dosent 1 Dosent, fizika-
Huseynqulu elektronika riyaziyyat elmlari
oglu kafedrasi namizadi

15.| Memmadov 14.08.1984 | Fiziki Bas 0,5 | Bas muallim,
Vusal Usub elektronika | masllim fizika Uzro
oglu kafedrasi folsafe doktoru

16.| Aslanova 10.06.1978 | Fiziki Mualim 0,5 | Muallim, fizika
Omina Rasim elektronika Uzrs falsaefa
qizi kafedrasi doktoru

Movzu ve movzu Uzra cari ilda yerina yetirilmig elmi iglor
Plan Gzra hear bir mévzunun, har bir elmi tadqiqat isinin aktualligi,meqsedi ve alinmis elmi naticeler ayriliqgda gésterilmali,
ad soyad tam yazilmalidir.

| movzunun adi: Halkogenid komponentli bazi muirakkab yarimkecgirici tebagsa ve
monokristallarda tarazligda olmayan elektron hadisaleri ve onlarin
asasinda ceviriciler.

Movzunun aktualhgr:

Halkogenid komponentli yarimkecirici materiallar bark cisim fizikasi ve
elektronikasinda genis tedqiq ve tetbig obyektlerindan olsa da, onlarin fundamental va
praktiki shamiyyet kesb eden xassalari hala tam dyrenilmayib. Bu baximdan hamin sinfa
mansub olan bazi yarimkegirici tebaga ve monokristallarda tarazligda olmayan elektron

hadisalerinin tadqiqi bark cisim elektronikasinin aktual problemlarindan biridir.

Mo6vzunun maqgsadi:

Halkogenid komponentli bazi mirakkab yarimkecgirici tebege ve monokristallarda
tarazligda olmayan elektron hadisslerinin bagsverma mexanizmini aydinlasdirmaq ve

onlarin asasinda yeni geviricilerin yaradila bilmasi imkanlarini agkar etmak.

EImi tadgiqgat isi 1. Asqgar daxil ediimemis ve asqarlanmis p-GaSe kristallarinda elektik

sahasi ile induksiyalanmig bazi asqar elektron hadisalari

Marhala 1. Elektrik sahasi ila induksiyalanmig asqar fotokeciricilik va infragirmizi

fotoelektrik isiq gabuledicilari

Elmi tadqiqgat isi lizre calisan amakdaslar:
prof.9hmad Abdinov, dos.Eldar Rasulov, misal.Naile Rahimova, mual.Sabine ©mirova,

mual.$amsaddin Allahverdiyev
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Aktualhgu.
Layh kristal quruluslu yarimkegiricilorin  qurulug xususiyyatlarinin, defektlerin onlarda

elektron proseslerina tesiri mexanizminin va bu yaremkeciricilorin yeni praktiki tetbiq
imkanlarinin agkar edilmasi optoelektronika ve layl kristallar fizikasi Ugun aktualliq kasb
edir.

Maqsadi.
Asgar daxil edilmemis va asqarlanmis p-GaSe kristallarinda elektik sahasi ilo

induksiyalanmis bazi asqar elektron hadisalarinin miuixtalif muhitlerds ekspe-rimental yolla
tedqig etmakls onlarin bas verma mexanizmini aydinlasdirmaq va bu materiallar asasinda

yeni funksional elementlarin yaradilmasi imkanlarini agkar etmak.

Alinmig naticalar.
Asgar daxil edilmamis ve nadir torpaq elementleri ile  asgarlanmis p-GaSe

kristallarinda asag temperaturlar oblastinda:

- maxsusi fotokegiriciliyin  spektrinin - maksimumunun va uzundalgalar tairafdan
serhadinin vaziyyati xarici elektrik sahasinin intensivliyinin giymatindan asilidir;

- indusiyalanmis asqar fotokegiricilik va garanliq cerayanin spontan pulsasiyalari

musahida olunur.

Il mévzunun adi: Helium, neon gazlarinin va cive buxari bosalmasinin misbat stitununun
dinamik xassaleri

Movzunun aktualhgr:

Tadgigatlardan malum oldu ki, helium, neon qgazlarinin ve cive buxari plazmasinda
bosalma cerayanin 20100 mA qgiymatlarinde xarakteristika yiuksalen xarakter dasiyir.
Bosalma carayaninin sonraki artmasi zamani bu yuksalma zaiflayir ve xarakteristika
carayan oxuna paralel dayisir. Carayanin kicik giymatlerinde xarakteristikanin ytksalan
xarakterli olmasi gostarir ki, yukli zarraciklarin yaranmasinda asas rolu pillali ionlagma,
yox olmasinda ise ambipolyar diffuziya prosesleri oynayir. Bosalmada pillali ionlagsmanin
bas verdiyi hayacanlasmis metastabil atomlar divara dogru diffuziya edarek divarda
normal hala kecir. Careyan siddatinin boyuk giymatlerinde ise metastabil atomlarin

dagiimasinda elektron zerbasi ile dagiima prosesi Ustunlik taskil edir. Olgulan volt-amper

xarakteristikasinin yuksalen xarakterine uygun olaraq Olgilmis impedans qodograflar
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kicik tezliklorde musbat haqiqi giymatden baslanir. Tezlik artdigca impedans ayrisinin
reaktiv toplanani artir, 104 Hs tertibli giymatinde 6zinin maksimal giymatini alir, tezliyin
sonraki artmasi zamani sifra kimi azalir. Aktiv toplananin modulu tezlik artdigca monoton
olaraq artir.

Mo6vzunun maqsadi:
En kasiyi kaskin dayisen silindrik boruda helium, neon qazlarinda va cive buxarinda

govs bosalmasinin muaxtslif rejimlari tGg¢lin misbat sutunun dinamik mugavimatinin
Olcilmasi ve hesablanmasi. Qo6vs bosalmasinin uydun rejimlarinda elektronlarin va

ionlarin suratlendirilmasi prosesinin dyranilmasi.

EImi tadqiqgat isi 2. Helium, neon qazlarinin va cive buxarinin geyri-bircins elktrik
bosalmasinda yUklu zarraciklerin dinamikasi
Marhala 1. Cive buxarinin geyri-bircins elktrik bosalmasinda aksial istigamatde

elektronlarin va ionlarin dinamikasi

EImi tadqiqgat isi Uzra ¢aligan amakdaslar:
dos.Terlan Huseynov, dos.Qeys Qsaribov, dos.Gulare Sadiqzade, dos.Benyamaddin

Davudov, dos.Mustafa Agayev, misal..Sahin Slakbarov

Aktualligi.
Hal-hazirda isiqg manbalerinds tasirsiz qazlarin va cive buxarinin elektrik bosalmasi

genis taedqiq olunur. Ona géra de qaz bosalmasi plazmasinin aksial istigamatde impedans
spektroskopiyasinin tacribi 6lgtlmasi ve nazaeri olaraq hesablanmasi bosalma carayaninin
dayanaqlilidi, stasionar hallarin gararlagsmasi, generasiya sortlorinin optimallasdiriimasi va
bu kimi masalalarin hallinde mihim shamiyyste malikdir. 2021-ci tadgigat ilinde cive
buxari bosalmasinda aksial istigamatde geyri-bircins elktrik bosalmasinin musbat
sutununun dinamik xassaleri impedans spektrskopiyasi usulu ila 6Oyranilmisdir. Civa
buxarinin elektrik bogsalmanin statik ve dinamik volt-amper xarakteristikalari olgulmus,
uygun serait UclUn ionlasma prosesinin ve hayacanlasmis metastabil atomlarin
maskunlasmasinin qgerarlasma muddstleri nazare alinmagla dinamik xarakteristika
kompyiterda hesablanmis, alinmis naticalerin fiziki interpretasiyasi verilmisdir.

Aparilan tecriibadsa daxili diametri 3 sm, uzunlugu 50 sm olan boruda cive buxari

tozyiginin 2+3 Tor giymatlarinda, bosalma carayanin siddatinin 20+500 mA giymatlarinds
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apariimisdir. Hamin seraitde bosalmanin musbat sltununda geyri mintezem xarakterli
strat raqsleri yaranir. Strat ragslerin moévcudlugu naeticesinde bosalma carayaninin
siddatinin modulyasiya eamsali 3-4% asmir.

Maqsadi.
En kasiyi kaskin dayisen silindrik boruda cive buxarinda qovs bogsalmasinin muxtalif

rejimlari tgiin musbat sutunun dinamik migavimatinin 6lgilmasi ve hesablanmasi. Qovs
bosalmasinin uygun rejimlarinda elektronlarin va ionlarin suratlandiriimasi prosesinin
oyranilmasi

Alinmis naticaler.
Cive buxarinin elektrik bosalmasinin musbat sitununda aksial istigamatda qgeyri —

bircins qévs bosalmasinin misbat sitununda impedans spektroskopiya Usulu ile dinamik
migavimatin tezlikden asililigi olgilmus, elektrik bosalmasinda pillali ionlagsmanin va
hacmi rekombinasiyanin Ustunlik tagkil etdiyi seraitda volt-amper xarakteristikanin doyma
xarakterina uygun olaraq impedans ayrilerinin xususiyystleri askar edilmis ve muxtalif
tezlikler Ggln hesablanmis impedans qgodograflari tecriibada Ol¢limus xarakteristikalara
keyfiyyatce uygun galdiyi miayyan edilmisdir. Cive buxari bosalmasinin musbat stitunda
bosalma cearayaninin kicik ve boylk giymaetlarinda statik xarakteristikanin uygun olaraq,

avvalce yuksalan, sonra ise doyma xarakterli oldugu muayyenlasdiriimisdir.

[l mévzunun adi: Nano-teksturasiyali gara-Si/A2B® tipli heterokegidlar

Movzunun aktualhg.
Sathin teksturasiyasi isigin aks olunmasini azaltmagla yanasi, onun idare olunmasini

yaxsilasdirir, lakin rekombinasiya daracalerini artiraraq sathin elektron xassalarini
pislagdirir. Elektron xassalerinin yaxsilasdiriilmasi Ugun isde metallizasiya Usulunun
tekmillesdirilmasi Uzra tadgiqatlar aparilir ki, bu da gunas elementlarinin effektivliyinin
artirlmasina imkan verir. istifade olunan iisul ve metodlar cox-kristalli ve monokristallik Si
l6vhaler asasindaki digar giinas elementlorinin dizayn olunmasina da tatbig oluna bilar va
yeni nano-teksturali sethin tetbigi elektrokimyavi asilanma metodu ile alinan xususi
qurulusa malik nano-teksturali Si esasindaki sathlarin tekmillasdiriimasina imkan veracak.

Movzunun maqgsadi.
1. <6% oksolunmaya malik nano-teksturali Si sathlerin hazirlanmasi. Tebagalerin sath,

elektrik, fotoelektrik vo optik xassalarinin tadqiqi tebagalerin galoecakda taklif olunan
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gunas elementlarinin dizaynina integrasiyani optimallasdirilacaq.

2. Elektrokimyavi ¢cokdirilma ve vakuumda buxarlanma Usullarindan istifade edarak Si-un
teksturali sathinin Cd, Zn ve s. metallarla passivlesdirimasi il teksturali sathlarde
yukdaslyicilarin rekombinasiyasinin qarsisinin alinmasi yollari tadqiq edilir.

3. Yeni yuksak effektivlikli Si/Cd1-xZnxS(Se)/ZnO (>15%) glnas elementlori yaradilmisdir
ki, bu da isiglanmanin daha yaxsi idare olunmasi, uygun passivlasdirlimis tebagalerin va
effektiv metal kontaktlarinin tatbiqi ile hayata kegirilir. Hazirlanmis glinas elementlori
ilkin test edilerak qiymatlendirilmisdir. Hazirlanmis ve hazirlanmasi davam eden
metodlar hal-hazirda istifade edilan senaye metodlari ile mugayise olunur ve onlarin
kommersiya yollar arasdirilir. Ganc tadgiqatcilarin hazirlanmasi va telimlarde istiraki
onlara Azarbaycanin alternativ eneriji ile bagh ictimai problemlarini hall etmasina imkani

veracak.

EImi tadqigat isi 3.  Si-un sathinin nano-teksturasiyasi ile Si/Cd1-xZnxS(Se)/ZnO nazik
tebaqali giinas elementlarinin effektivliyinin artirilmasi
Marhala 1. Nano-teksturasiyall Si sathine malik Si/Cd1xZnxS(Se)/ZnO tipli

heterokegidlerin hazirlanmasi va elektron xassalarinin tedqiqi

EImi tadqiqgat isi Uzra ¢alisan amakdaslar:
prof. Hiiseyn Memmedov, prof. izzet Sfendiyeva, dos.Vagif Seferov, miisl.Omine

Aslanova, mial.Visal Mammadov, b/l Sevda Mammadova

Aktualhgu.
Elektrolitik asillanma zamani althq olaraq (111) kristallasma istigamatine malik

~0.2+0.6 mm qalinhgli, 0.01-0.09 Om-sm xiususi mugavimata malik monokristallik p-Si
mistevi paralel l6vhaleri istifade olunmusdur. Elektrolitk asilanma gabina
yerloesdiriimazdan avvel p-Si lovhalerinin sathi zsif turgsu mahlullarinda SiO2 oksid
tebagasindan, habels, cirklonmalardan temizlenmisdir. Bu maqsadle p-Si lévhaleri otaq
temperaturunda KOH+KNO3 (1:4) mahlulunda 2 sutka arzinds saxlaniimis, sonra ise
ardicil olaraq 10%-li HCI tursusunda 3-5 deq erzinds, tamiz spirtde ve bidistille olunmus
suda yuyulmusdur. Bazi hallarda ise althglarin yuyulmasi yiiksek temperaturda (>300°C-

da) HCI mahlulunda qisa muddat arzinda apariimigdir. Bundan sonra |6vhaler azot buxari
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ilo qisa muddet arzinds qurudularaq HF:etil spirti (1:1) mahlulunun igarisina salinmigdir.
Asilanma zamani asag! hissesinds 1 sm? sahsli dairavi ve ya kvadrat sakilli yariga malik
olan silindrik formali Teflon gabdan istifade edilmigdir. P-Si althiglari katod kimi istifada
edilmis Al I6évhaler Uzarina yerlagdiriimisdir. Asag! yarigdan mayenin kanara axmamasi
usun Si lovhalar Teflon saybalar vasitesile sixicilarin kdmayi ile qaba kip baglanmisdir.
Anod materiali kimi platin maftilden istifade olunmusdur. P-Si-un sathinde ve mahlulda
gerginliyin bircins paylanmasi Usun platin elektrodlarin mayeya daxil olan hissasi Uflqi
spiralvari formada hazirlanmigdir.

Asilanma adi laborator geraitds otaq temperaturunda ve hallogen (100 Vt) lampasinin
birbasa isiglanmasinda aparilmisdir. Katod-anod arasindaki mesafe 1-1.5 sm
gotaralmusddr.

Qara-Si-un (QS) esas c¢atismazliglarindan biri onun stabil parametrlar numayis
etdirmemesidir. Bela ki, HF: etanol mehlulunda elektrokimyavi agilanma zamani amala
galen teksturalarin (masamalarin) ¢ixintlari (divarlari) nanokristallitterden ve oyuglarin dibi
ise Si-Ox oksid gruplarindan ibaratdir.

Olbetta ki, mesamalarde hidrogenin konsentrasiyasi bdyukdir — bilavasita
asllanmadan sonra QS-in sethi Si-Hx qruplari ile ortilmusdir. Masamalardaki elektrolit
artigh§i yuyuldugdan sonra masamali silisium havadaki oksigenle passivlasir, yoni Si—Hx
gruplari Si—Ox gruplari ile avez olunur ve naticada, silisium nanokristallitleri amorf tabaqge
ilo ahate olunur. QS asasindaki cihazlarin butiin elektrik, fotoelektrik ve fotoliminessent
parametrlarinin geyri-stabilliyinin ve deqradasiyasinin asas sababi mahz nanokristallitlerin
atraf muhite qarsi geyri-stabilliyi ile slagadardir. Mévcud elmi adabiyyatda MS-in sathinin
passivlasdiriimasi t¢in muxtslif texnoloji Usullardan istifade edilmisdir: bunun Ggln bazi
islorda birbasa olaraq texnoloji prosesin 6zline nazarat olunmus, digarlarinds ise sonradan
muxtelif cur termiki islenmaler apariimisdir. Bazi iglarde QS-in passiviesdiriimasi sayriyan
bosalmali hidrogen plazmasinda hayata kegcirilmisdir. Pasiivlesdiriima 10 Pa tezyiqds 6
dagige muddstinds, bosalma gerginliyinin 600 V ve cerayan sixliginin 1 mA/sm?
giymatinda hayata kecirilmigdir. Hidrogen passivlagdiriimasi prosesinin

Si— OH + H* = Si* + H20
reaksiyasi osasinda bas vermasi muayyanlagdiriimisdir. Reaksiyadan gorunduyu kimi

passivlesdirima zamani Si-OH komplekslari parcalanaraq temiz Si nanokristallitleri va su

alinir.
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QS-un passivlasdiriimasi hamcginin muxtslif elementlerin matrise yeridilmasi ile da
hayata kecirila bilir - QS matrisine karbohidrat mahlullarini yeridib ve daha sonra termik
islomakle matrisin karbidlesmaesine c¢alisirlar. Karbohidratlar 200°C temperaturda
parcalanaq yalniz karbon ve su buxarina c¢evrilir. Karbohidratlar ugucu olmadigindan
onlardaki karbonun demsak olar ki, hamisi masamsalerdes qalir. Bu zaman secilan
karbohidratin molekularinin 6lglisi masamsalerin dl¢lsiine nisbatda kigik olmalidir — bu
sorti 6dayan karbohidrat mahsulu kimi saxaroza segcilir. Suda yaxsi hall olan saxaroza
sudan fergli olaraq masamalari yaxs! isladir va tamamile masamsalera daxil ola bilir.
Saxaroza su+etanol sisteminda hall edilir vo QS nimunalari bu mahlulun icarisinde bir
sutkaya gadar mixtelif muddetlar arzinde saxlanilir. Bundan sonra nimunaler suda
yuyuldugdan sonra hidrogends 1000°C temperaturda qurudulur.

Bazi hallarda ise, QS-da hidrogenin ve oksigenin passivlasdiriimasi prosesi birbasa
olaraq asilanma prosesi ile barabar apariimigdir. Bunun Ugun asilanma prosesinda
mahlula muxtalif terkibli duzlar (AuCls, FeCls ve s.) alave edilmisdir. Bele ki, QS-un
goyerdilmasi zamani mahlula muxtalif konsentrasiyalarda qizil ve damir xlorid duzlarn
alave edilmisdir. ©sas maqsad geyri-stabil Si-H kompleks rabitalarinin Si-Au va ya Si-Fe
stabil rabitsleri ile avez edilmasi olmusdur. Fe3* va Au®* silisiuma nisbaten daha gucli
oksidlagdirici oldugundan onlarin mahlulda igtiraki asilanma suratini artirir. Naticads,
yaranan silisium nanokristallitlerinin 6lctiisi daha kicik olur ve oksigen ve hidrogen
rabitaleri  silisium-metal komplekslari ile avez olunur. QS-un parametrlarinin
stabillagdiriimasi ve yaxsilasdiriimasi ugun diffuziya metodu da genis tatbiq olunur.
Makromasamali QS bor ve fosforla asgarlanmisdir. Bunun Gglin QS, H3BOs3+1%-li ve
H3PO4 +10%-li spirt mahlullarinda 1240-1250°C temperaturlarda uydun olaraq 3 ve 5 saat
saxlanilir. Naticada, hem QS passivlesdirilir, ham de QS daxilinde asqarlanma hesabina
p-n kegid alinir. n- ve p- tip Si lévhaleri Gzerinds alinmis QS-u 700 ve 1000°C temperaturlu
MgCls ve CrCls duzlarinin sulu mahlullarinda 10 dagige saxlanilir va daha sonra suda
yuyuldugdan sonra havada qurudulur. QS-un erbiumla passivlasdiriimasi prosesini ham
Er(NOs)3-un spirtli  mahlulunda elektrokimyavi ¢okdurilmas ve Er(NOs)s-un sulu
mahlulunda 1000°C temperaturda 10 dagige saxlamagla diffuziya prosesleri ile hayata
kegirilir.

Yuxarida gostarilonlar nazare alinaraq asilanma prosesi zamani HF+spirt mahluluna
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10:1 nisbatinde CdClz sulu mahlulu slava edilmisdir. CdClz-nin mahlula slave edilmasi
geyri-stabil Si-H kompleks rabitalarinin Si-Cd stabil rabitaleri ile baraber, QS asasinda
yaradilacaq QS/Cd.ZnxS strukturlarinin bilavasite hem masamalerin ig¢arisinde, ham da
sothinda alinmasi ehtimalini artirir.  Mlgayise magsadile, dissertasiya isinda CdClz qatqili
(QSCD) ve qatqr olmadan alinmigs QS esasindaki heterokegidlar tadqiq edilmigdir.
Mugayisa Ucun har iki mahlula eyni anod garginliklari- 20; 25 va 30 V tatbiq olunmusdur.
Cokdurulma 40- 70 mA cerayanda apariimisdir. Asilanmanin davametma muddatindan
(30-1800 saniya) ve mahluldaki anod gerginliyinden asili olaraq monokristallik p-Si
|6vhalarinin sathinde 7-80 nm 6lguli masamalare malik QS alinmisdir. Anod garginliyinin
artirilmasi ile masamalarin 6lglsund artirmaq mumkin olmusdur.

Qeyd edak ki, eyni bir gerginlikde QSCD-de QS-a nisbatan masamalarin 6lctlari
baraber olmagla yanasi ham da nisbatan kigik olmusdur. Bu, Cd?*-un silisiuma nisbaten
daha guclu oksidlesdirici olmasi ile alagadardir.

Sekil 1a-da 20 V asilanma garginliyinde ve 10-40 mA/sm? cerayanda p-Si altliglari
tzerinde alinmis QSCD va QS-in sathinin SEM fotogakilleri tasvir edilmisdir. $Sakildan
goranduyu kimi, CdCl2 gatqisiz muhitde asilanan p-Si sethinda yalniz qeyri-bircins
(kortabii) paylanmis oyuglar amala galir. Yalniz bazi hissalerde masamalarin 6zakleri hiss
olunur. Anod garginliyinin bu giymatinde alinmig tabagsalerin element analizi onlarin
sothinde c¢ox cuzi miqdarda hidrogenin oldugunu gdsterir (sekil 1b). Bu fakt anod
garginliyinin kicik giymatlarinda silisiumun sathinin HF+H20+etanol miuhitinde yalniz
elektrohamarlanmasini subut edir. Bele ki, monokristallik silisiumun sathinin defekt
qurulusa malik olmasi HF mahlulunda sathdaki Si-Si rabitslerinin qirllmasina va Si-H
rabitalerinin yaranmasina sabab olur, Yoni mahlulda Si-un sathi hidrogenla bloklanir- seth
hidrogenle doyur ki, bu da silisiumun sathinin elektrolit mahlula garsi kimyavi cehatdan
inert olmasina gsatirir. Mahlula katod va anod arasina gerginlik tatbiq etdikds,
monokristallik Si I6évhasindan (asilanma zamani anod kimi qosuldugundan) searbast
yukdaslyicilar (verilon halda desiklar) silisiumun sathine- silisium-elektrolit sserhaddina
dogru migrasiya edir. Naticada hidrogen atomlari ile bloklanmigs Si atomlari ylik mubadilesi
naticasinds sarbastlogarak alektrolitin molekul va ionlarl ile qarsihgli tesirds olmagla
mahlula daxil olur. Slbatte ki, asilanma carayaninin giymati artdiqgca Si-anod elektrodunun

sethinda yaranan desiklarin konsentrasiyasi da kifayat qader artir. Onlar butlin seth boyu
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Si-elektrolit sarhaddinda praktik olaraq butin Si atomlarinin reaksiyaya girmak gabiliyyatini
artinir. Mahz bu sababdan, dissertasiya isinin | faslinda verilon elmi adabiyyat sarhinden
da goérinduyd kimi, Si-un sathinde masamaliliyin artiriimasi, habelsa onun maqsadyonli
olaraq idars edilmasi Ugun ilkin materialda (Si l6vhalerinde) agsqarlanma daracasini kifayat
gadar artirmaq lazimdir. Monokristallik Si-un sathindaki mikrogixintilarin sath sahasi diger
barabar paylanmis hissalere nisbaten bdylk oldugundan onlar daha suratle hall olur-
asllanir. Naticeda, silisium anodunun sathi tadricen barabarlesir. Mahz 20 V asilanmada
bu proses bas verir ki, bu da Si-un sethinin yalniz elektrokimyavi hamarlanmasina sebab
olur. Bundan fergli olaraq 20 V asilanma gerginliyinde ve 40 mA/sm? cerayanda
HF+CdCl2+H20+etanol muihitinde apariimig asilanma zamani alinmig tsbagalerin SEM
fotosakillari onlarin sathinda ¢ox kicik dlcili masamalerin alinmasini gdosterir (Sakil 2a).
Element analizleri tabagslerin sathinde Cd-un ve hidrogenin oldugunu tesdiglayir.
Naticalari bels izah etmak olar ki, HF mahluluna daxil edilmis CdCl: ionlara parcalanaraq
mahlulda Cd?*ionlarinin yaranmasina ve Si?* ionlari ile barabar yik mubadilesinds istirak
edir va silisiumun sathinda baslangic gdéyarma adaciglarinin emala galmasini stratlendirir.
Naticede Si-un sethinde measamelarin hem dibinde, hem da daxili divarlarinda Si-la
berabar Cd atomlari da gokarak geyri-stabil Si-H rabitelerinin azalmasina va onlarin Si-Cd
ile evez olunmasina sabab olur. Bels ki, Si-la paralel olaraq
Si + 2h* — Si?*

a)

Sekil 1. 20 V asilanma gerginliyinde ve 40 mA/sm? cerayanda p-Si altliglari Uzerinde
alinmig QS-in sathinin SEM fotosakli (a) ve EDS spektri (b).

a)

Sekil 2. 20 V asilanma gerginliyinde ve 40 mA/sm? cersyanda p-Si altliglar (zesrinds
alinmig QSCD-in sethinin SEM fotosakli (a) ve EDS spektri (b).
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reaksiyasina anoloji olaraq
Cd + 2h* — Cd?*
reaksiyas! ile dayanigsiz Cd?* ionlari yaranir. Daha sonra yik mibadilesi naticesinde

masamalarda neytrallasan Cd atomlari ya neytral halda ya ya Si-Cd dayaniqili rabitaleri
kimi masamalarin strukturunu musyyen edir. Anod garginliyinin bu giymetinde alinmig
tebagalerin element analizi onlarin sathinde Cd-un oldugunu gosterir (Sekil 2b). EDS
spektrdan gorinduyt kimi, anod garginliyinin bu giymatinda alinmis Kigik olgtli QSCD-in
aciq havaya cixarilmasi zamani Si-H rabitslarinin ekser hissasinin Si-O rabitaleri ile avez
olunmasi bir daha tesdiq olunur. Lakin bu garginlikde az da olsa Cd atomlarinin
moesamalarde yerlagmasi de EDS spektrloerinde aydin gorundr. Anod cerayanini sabit
saxlamagla (10-40 mA/sm?) anod garginliyinin 25-30 V-a gader artirilmasi asilanmanin
xarakterini tamalile dayisir. Bele ki, metal ionsuz (Cd) ve metal ionu olan muhitde eyni
soraitde ve muddatds (30 daqiga) 25-30 V garginlikds asilanma zamani monokristallik p-
Si-un sathinde maesamalar emala galmasi prosesi siratlonir. Metal ionsuz muhitde alinan
QS-da masamalar oval ve ya sferik formaya malik olub sathde geyri-bircis paylanir (sokil 3
a). Sethdaki sferik formali oyuglarin olgist 7-30 nm, oval formali oyuglarin uzununa
Olgulari ise 10-110 nm intervalinda deayisir. MS-in sathinde masamalarin bu cur qgeyri-
bircins paylanmasi anod carayaninin 50-55 mA/sm? giymatinda Si-elektrolit serhaddinde
yukin geyri-beraber paylanmasi, daha deqiq desek sathin miayyan hissalarinds “ylk

catismazli§i” ile slagedar olarag Si?* ionlarinin neytrallasmasi prosesinin nisbaten zaif
getmasi ile slagadar olaraqg izah edile biler. EDS spektral analizlari bu rejimda alinmig
QS-un acig havaya cixarilmasi ile Si-O rabitalerinin yaranmasini gostarir. Duzdir bu
rejimda alinan QS-da Si-H rabitaleri de galir, amma bu rabitalarin geyri-stabil olmasi onlar
asasindaki cihazlarin (gaz sensorlarinin ve ginas fotoelementlarinin) parametrlarinin
geyri-stabilliyine gatirir ki, bu da onlarin tetbiq imkanlarini azaldir. Hamginin Si-O rabitelari

QS-in xtsusi migavimatinin artmasina sabab olur.

Sekil 3. 30 V asilanma gerginliyinde ve 40 mA/sm? cerayanda p-Si altliglari Uzerinde
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alinmig QS-in sathinin SEM fotosakli (a) ve EDS spektri (b).

Duzdur bazi hallarda bu effekt tstiin xtsusiyystlere malik olsa da, masamali Si-da o
gedar da yaxsi effekt vermir. Bele ki, asilanmadan sonra masamali Si-un sathinda
bilavasite masamalarin ucluglarinda ve divarlarinda oksidlasmis (SiO ve ya SiOz2) ve tamiz
Si klasterlari movcud olur. Naticeds QS asasinda hazirlanmis heterokegidlerds ham p-
Si/QS/oksid/CdznS/metal (YOM), ham da YM kontaktlari emala galir. QS tabagalarindan
forgli olarag 30 V anod garginlyinde metal muhitinde alinan QSCD tebagalerinda
masamalar bircins paylanmagla barabar, demak olar ki, yalniz sferik formali oyuq saklinds
formalagirlar. Anod gerginliyinin névbati artimi (40 V-a gadar) masamsalerin Olgu va
formasini demak olar ki, cox az dayisir. Mesamalarin dl¢clsinin demak olar ki, eyni olmasi
Cd?* ionlarinin yikin ve buna anoloji olarag anod garginliyinin silisium-elektrolit
sorhaddinda butun sath boyu berabar paylanmasina stimul verdiyini sdylemaye imkan
verir. Mahz gerginliyin sath boyu berabar paylanmasi masamsalerin sferik formada
formalagsmasina sebab olur. Masamsalerin dlglsini yalniz anod carayanin giymatinin
artirlmasi ile idare etmak mimkin olmusdur. Bels ki, anod cerayaninin 70 mA/sm?-a
gadar artirllmasi ile masamalarin 6lgisinid 70 nm-a gadar artirmag mumkin olmusdur
(sekil 4). Onu da geyd edsak ki, anod carayaninin artiriimasi ile Cd atomlarinin da
masamalarde maskunlasmasi daracasi de dayisir. Beloe ki, EDS spektrlari gostarir ki, anod
cerayaninin 55-60 mA/sm?-a geder artmasi ile Si-H rabitalerinin skser hissesi Si-Cd
rabitaleri ile avez olunur. Mesamalards yalniz ciizi konsentrasiyada Si-O rabitelari amals

galir.

Sekil 4. V asilanma gerginliyinde 55 mA/sm? (a) ve 70 mA/sm? carayanda p-Si altliglar
tzarinds alinmigs QSCD-in sathinin SEM fotogakillari.

Maqsadi.
Yeni yuksak effektivlikli Si/Cd1-xZnxS(Se)/ZnO (>15%) gunas elementlori yaradilmisdir ki,

bu da isiglanmanin daha yaxsi idare olunmasi, uygun passivilesdirlimis tabagalerin ve
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effektiv metal kontaktlarinin tatbiqi ile hayata kegirilir. Hazirlanmig gunas elementlari ilkin
test edilerak giymatlendiriimisdir. Hazirlanmis ve hazirlanmasi davam edan metodlar hal-
hazirda istifade ediloan sanaye metodlari ile migayise olunur va onlarin kommersiya yollari
arasdinlir. Ganc tadqiqatgilarin hazirlanmasi ve telimlerde istiraki onlara Azsrbaycanin
alternativ eneriji ile bagli ictimai problemlarini hall etmasina imkani veracak.

Alinmig naticalaer.
Masamali Si-un sathinde masamalarin geyri-bircins paylanmasi anod carayaninin  50-55

mA/sm2 giymatinda Si-elektrolit sarhaddinds yukin geyri-baerabar paylanmasi, daha daqiq
desok sathin miuayyan hissslerinde “yUk catismazhgi” ile slagadar olaraq Si2+ ionlarinin

neytrallasmasi prosesinin nisbatan zeif getmasi ila alagadar olaraq izah edils biler.

2 | Hesabat dovrinda alinmig elmi naticalar, onlarin yenilik daracasi
Nsticalar sslis ve konkret yazilmalidir

1. ik defe olaraq asqar daxil edilmemis ve nadir torpaq elementlori ilo asqarlanmis p-
GaSe kristallarinda asagi temperaturlar oblastinda maxsusi fotokeciriciliyin spektrinin
xarici elektrik sahasinin intensivliyinden asililigi, induksiyalanmis asqgar fotokegiricilik
va garanliq cerayanin spontan pulsasiyalari migsahida olunmusdur.

2. Cive buxarinin elektrik bosalmasinda aksial istigamatde muisbat sttununun
impedansinin tezlikden asilihgr olgulmus, elektrik bosalmasinda pillali ionlagsmanin
ustunlik teskil etdiyi seraitde statik xarakteristikanin doyma xarakterine uygun olaraq
godograflarin xususiyyatleri agkar edilmis ve nazeari hesablamalar asasinda muxtalif
tezlikler Gglin alinmis qodograflarla migayisa edilmisdir.

3. Masamali Si-un sethinde masamalarin geyri-bircins paylanmasi anod carayaninin 50-
55 mA/sm2 giymatinda Si-elektrolit serhaddinds ylikin qeyri-berabar paylanmasi,
daha daqiq desak sethin miuayyean hissalerinds “ylk ¢atismazligi” ile slagadar olaraq
Si2+ ionlarinin neytrallagsmasi prosesinin nisbaten zaif getmasi ile alagadar olaraq izah
edile biler.

4. Anod carayaninin 55-60 mA/sm2-a gadar artmasi ile Si-H rabitalarinin aksar hissasi
Si-Cd rabitaleri ile avez olunur. Masamsalerde yalniz clzi konsentrasiyada Si-O
rabitelari amala galir.

Hesabat dovriinds texnoloji metod tzarinde apariimis tedqigatlar zamani alinmis naticalar

yenidir

3 | Hesabat dovrinda alinmig an muhidm elmi naticalar
©n muhUm naticaler salis ve konkret yazilmalidir
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4 | M6évzunun yerina yetirilmasi zamani istifada olunan tsul(lar), cihaz(lar) ve
yanasma(lar)

| mOvzu Uzra:
1. Stasionar rejimda fotokeciricilik va statik volt-amper xarakteristikanin tadqiqi Gsullari.

2. Difraksiya gafasli monoxromatorlar, boyuk intensivlikli infraqirmizi isig menbaleri, genis
diapazonda c¢ixigsa malik sabit cereyan menbayi, yiksek hassasliga malik elektrik dlgu
cihazlari.

Il movzu Uzra:
1.Qaz bosalmasinin stasionar rejiminds impedans spektroskopiya tsulu.

2.Qaz bosalmasinin stasionar rejiminda zond Usulu.

[l mOvzu Uzra:
Elektrokimyavi asilanma, metal muhitinde asilanma, qara Si-un sathindaki masamalerda

oksigen radikallarinin aradan galdirilmasi va teksturanin passivlesdiriimasi

5 | a) Movzu uzra beynalxalq jurnallarda ¢gixan magalalar

Muelliflerin ad ve soyadlari, jurnalin adi tam sakilde yazilmali;

Darc olunmus, gabul olunmus ve ya ¢apa gondasrilmisdir kimi gésterilmali;

Maqalslerin suratleri hesabata slave edilmali va manbenin internetdski linki gdsterilmalidir

1. ©hmad Abdinov, Rana Babayeva. Effects of Rare-Earth (Gd and Er) Doping and
Electric Field on the Photoconductivity of p-Gask Single Crystals // ISSN 0020-1685,
Inorganic Materials, 2021, Vol. 57, Ne.2, p. 125-129. https://springer.com (Darc olunub).

2. ©hmad Abdinov, Rana Babayeva. Electric Field Induced Impurity Effects in p-GaSe
Single Crystals // ISSN 0020-1685, Inorganic Materials, 2021, Vol. 57, Ne.11, p. 1119—
1123. https://springer.com (Darc olunub).

3. ©hmad Abdinov, Rana Babayeva. Effect of Electric Field on Photoconductivity of p-
GaSe Single Crystals // Russian Physics Journal. 2021, vol.64, Ne2, p.276-281.

https://link.springer.com (Darc olunub).

4. ©hmad Abdinov, Rana Babayeva. Elements of optoelectronics based on p-GaSe
crystals // International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”
(IJTPE). 2021. Issue 47. Vol. 13. Number 2, p.82-86. (Darc olunub).

5. ©hmad Abdinov, Rana Babayeva. Photoconductivity in polyethylene-semiconductor
(p-GaSe) composite // Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2021. Volume 717,
Issue 1, p.40-46. https://doi.org/10.1080/15421406.2020.1860526. (Darc olunub).

6. ©hmad Abdinov, Rana Babayeva. Thermo-e.m.f. of hot current carriers in non-doped
-
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and doped crystals of a layered semiconductor n-InSe//Journal of Physics: Conference
Series. 2020 vol. 1697 p. 012065. https://d0oi:10.1088/1742-6596/1697/1/012065.
(Darc olunub).
7. Huseyn Mammadov, Maarif Ceferov, Elsan Nasirov, Dilars Piriyeva. Photoelectrical
properties of p-Si/Cdi-xZnxs(Se)w-y)Se(Te)y) heterojunctions, Chalcogenide Letters,
2021, v. 18 (1), p.31-38 https://www.webofscience.com (Darc olunub).

8. Tearlan Huseynov, Qeys Qaribov, Vagif Seferov, Eldar Rasulov, Samsaddin
Allahverdiyev. Distribution of ions in the arc discharge in mercury vapor 1st
international congress of natural sciences (ICNAS - 2021), Atatirk University,
Erzurum, Turkey, 10-12 september 2021. https://atauni.edu.tr (Darc olunub).

9. Rehim Madstov, Raxsande Memisova, Ulviyye Faracova, Semsaddin Allahverdiyev
Effect of gamma-radiation on the photoelectrics properties of p-CuTIS single crystal. 7t
International Conference MTP-2021: Modern Trends in physics. BSU. December 15-
17, 2021, (Capa gabul olunub).

10. Benyamaddin Davudov, Xanbike Ramazanova. Sink oksidi nazik tebagasinin desilma

mexanizmi // Turkiya, “Bilimsel Aragdirmalar” jurnali, 2021, (Capa gabul olunub).

b) MoOvzu uzra digar jurnallarda ¢ixan magalalar

Muselliflerin ad ve soyadlari tam sakilde yazilmal;

Darc olunmus, gabul olunmus ve ya ¢apa gondearilmisdir kimi gbstarilmali;

Magalslerin suratleri hesabata slave edilmsli vo manbenin internetdski linki gostarilmalidir

1.9hmad Abdinov, Rena Babayeva, Sabine ©mirova, Naile Rahimova, Eldar Rasulov,
Asqgarlanmis n-inSe kristallari esasinda infraqirmizi foto qebuledicilor, BDU-nun
xabarlari, Baki, 2020, Ne 1, s.57-64 https://bsu.edu.az (Darc olunub).

2.Tarlan Hiseynov, Qeys Qaribov, Vaqif Safsrov, Eldar Rasulov. Helium plazmasinin
sorbast catma rejiminden ambipolyar diffuziya rejimina kegidin impedansi. BDU-nun
xaberlori, Baki, 2021, Ne 1, s. 83-88., iISSN 1609-0586, http://static.bsu.az (Darc
olunub).

3.Tarlan Hiseynov. Giclu elektrik sahasinda cive plazmasinin yuksuzlasma halinda
ionlarin paylanmasi. Energetika problemlari, Ne 2., 2021, s.35-39, EIm, Baki, ISSN
1302-6461, http://physics.gov. (Darc olunub).

4. Mustafa Agayev, Xeyransa Qasimli. BnvsHue marHMTHOro nons Ha npobon rasa B
ANVHHKX Tpybkax. BDU-nun xaberleri, Baki, 2020, Ne 2, s.96-104. https://bsu.edu.az

(Darc olunub).
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5. $ahin Blakbearov. NccnepoBaHne cucteMbl B OOQHOPOAHOM rpaBUTaAUMOHHOM Mofe, B
kotopom peunctsyet cuna F=F(h), ¢ aHepreTnyeckon ToukM 3peHunsa. [Mpobrnemsbl
aHepreTukn, baky, ISSN 1302-6461, Ne2, 2021, cTp.26-31 http://physics.gov.az (Darc
olunub).

6. ®mina Aslanova, Rasim Mammadov "Correlation bee. Mn potential barrier heighl and
idealityf factor of Schottky Diodes", BDU Xabarlari, fiz.-riy. seriyasi, 2021, (Capa gabul

olunub).

6 | MOvzu uzra monogqrafiyalar

Muslliflerin ad ve soyadlari tam sokilde yazilmali;

Monoqrafiyani ¢ap olundugu ve ya ¢apa gonderilmasi gostsrilmali;

Monoqrafiyanin (z qabigi, titul veraqi (monogqrafiyanin 1-ci ve 2-ci sehifesi), mindaricat ve buraxilis malumatlarinin
verildiyi sehifalerin surstleri hesabata slave olunmalidir.

Yoxdur

7 | MOvzu uzra konfrans materiallari
Muelliflerin ad ve familiyalari tam sokilde yazilmali; Materialin derc olundugu, qabul olundugu ve ya capa gondarildiyi
qeyd olunmali:, Materiallarin surstleri hesabata slave edilmali ve manbenin internetdaki linki géstarilmalidir

1. Hiseyn Mammadov, Bfsun Abiyev. p-Si/n-Cdi1-xZnxSi1yTey/Cd1xZnxO/TiO2 hetero-
kecidlerinin fotoelektrik xassalori. Geanc tedqigat¢ilarin “Fizika ve astronomiya
problemlari” magistrantlarin ve genc tadgigatcilarin XXI Respublika elmi konfransinin
materiallari. 21 may 2021, s.123-124. https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

2. Huseyn Memmadov, Aide Rasulova, Dilara Piriyeva. Cokdirma rejiminin ve muxtalif
muhitlerde termik islenmanin nanoteksturali p-Si/Cdi1xZnxS(Se) heterokecidlerinin
elektrik vo fotoelektrik xassalarina tasiri. Ganc tadgiqatcilarin “Fizika ve astronomiya
problemlari” magistrantlarin ve genc tadgigatgilarin XXI Respublika elmi konfransinin
materiallari. 21 may 2021, s.113-114. https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

3. Huseyn Mammadov, Sevinc Qanbarova. Perovskite solar cell 1. Azarbaycan xalqginin
amummilli lideri H.9.9liyevin 98-ci ildonimina hasr edilmis “Galacayin alimlori’
telebalarin VI Respublika elmi konfransinin materiallari, Baki, 3 may 2021, s.112-113.
https://muallim.edu.az (Darc olunub).

4. izzet Sfondiyeva, Aygun Resulova. isiqda ve qaranligda Pd2Si/n-Si Sottki diodu AC-
keciriciliyinin garginlikden asilihgl. Azarbaycan xalqinin Gmummilli lideri H.9.9liyevin
98-ci ildonimina hasr edilmis “Galacayin alimlari” telabalarin VI Respublika elmi
konfransinin materiallari, Baki, 3 may 2021, s.70-71. https://muallim.edu.az (Darc

olunub).
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5. Izzet Sfendiyeva, Leman Abdullayeva, Mehemmead Hesenov, Letife Agamaliyeva.
Metal-yarimkegirici  kontaktinda ayirilma sarhadin xassalerinin  arasdiriimasi.
“Informasiya, elm, texnologiya ve universitet perspektivieri” mévzusunda doktorantlarin
va gonc tadqgigatgilarin onlayn Respublika elmi konfransinin materiallari, Lankaran, 18
dekabr 2020-ci il, s.26-27. https://tehsil.biz (Darc olunub).

6. Terlan Hiseynov, Gilnar isrefilzade. Cive plazmasinin qeyri-bircins oblasrinda
elektronlarin slratlonmasi. Ganc tedqigatgilarin “Fizika ve astronomiya problemlari”
magistrantlarin ve ganc tadqiqatg¢ilarin XX| Respublika elmi konfransinin materiallari.
21 may 2021, s.107-108. https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

7. Benyamaddin Davudov, Xanbike Ramazanova. Eroziya tipli impuls plazma
suratlandirici vasitasile plazma selinin alinmasi. Azarbaycan xalqinin Gmummilli lideri
H.©.0liyevin 98-ci ildonimina hasr edilmis “Galacayin alimleri” talebalarin VI
Respublika elmi konfransinin  materiallari, Baki, 3 may 2021, s.89-90.
https://muallim.edu.az (Darc olunub).

8. Benyamaddin Davudov, Xanbike Ramazanova. Eroziya tipli impuls plazma
suratlendirici vasitesile plazma selinin alinmasi. Ganc tadgiqatgilarin “Fizika va
astronomiya problemleari” magistrantlarin va genc tedqigatgilarin XXI Respublika elmi
konfransinin materiallari. 21 may 2021, s.121-122. https://teams.microsoft.com (Darc
olunub).

9. Qeys Qeribov, Samirs Agammadova. Qaz bosalmasinda qacan stratlar. Geanc
tedqigatgilarin  “Fizika ve astronomiya problemleri” magistrantlarin ve ganc
tedqgigatgilarin XXI Respublika elmi konfransinin materiallari. 21 may 2021, s.117-118.
https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

10.Vagqif Seferov, Meyranse islamova, Cigcek Abbasova. Xiisusi shemiyystli mentagelor
arasinda optik kabel rabitesi. “Fizika ve astronomiya problemleri” magistrantlarin va
ganc tadgiqatcilarin XXI Respublika elmi konfransinin materiallari. 21 may 2021,
s.119-120. https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

11.Vaqif Sefarov, Ci¢cak Abbasova. Dislokasiyanin muayyanlasdiriimasinin sath metodu.
Azarbaycan xalqinin dmummilli lideri H.©.9liyevin 98-ci ildénimina hasr edilmis
“Galacayin alimleri” telabalerin VI Respublika elmi konfransinin materiallari, Baki, 3

may 2021, s.99-100. https://muallim.edu.az (Darc olunub).
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12.Mustafa Agayev, Nise Kazimova. Paylanmis dayisan tutumlu uzun boruda ionlagma
dalgasi. Azerbaycan xalginin Gmummilli lideri H.©.9liyevin 98-ci ildonimina hasr
edilmis “Gelacayin alimlari’ telabalerin VI Respublika elmi konfransinin materiallari,
Baki, 3 may 2021, s.97-98. https://muallim.edu.az (Darc olunub).

13.Mustafa Agayev, Xeyransa Qasimli. Qeyri-monoton paylanmig deyisen tutumlu uzun
boruda ionlasma dalgasinin tadqgiqgi. “informasiya, elm, texnologiya ve universitet
perspektivleri” mévzusunda doktorantlarin ve ganc tadgiqatcilarin onlayn Respublika
elmi konfransinin materiallari, Lankeran, 18 dekabr 2020-ci il, s.10-11. https://tehsil.biz
(Darc olunub).

14. Mustafa Adayev, Xeyransa Qasimli. ionlasma daldasinin geyri-monoton paylanmis
dayisen tutumlu uzun boruda yayilma xarakteri. ADPU. Talaba elmi cemiyyatinin
“Galocays addim” lll Respublika elmi konfransinin materiallari. Baki, 12 aprel 2021, s.
87-88. https://azertag.az (Darc olunub).

15.Eldar Reasulov, Basti Orucova. Civa buxarinin misbaet stitununda ionlarin enerjiya géra
paylanmasi. Genc tadqiqatgilarin “Fizika ve astronomiya problemlari” magistrantlarin
va genc tadqiqatgilarin XXI Respublika elmi konfransinin materiallari. 21 may 2021,
s.05-106. https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

16. Visal Mammadov, Pari Cabbarova. Nanostructred por Si-CdSTe thin films.
Magistrlerin ve genc tadqiqgatcilarin "Fizika ve astronomiya problemleri®, XXI
Respublika  konfransinin  materiallari.  Baki, 21 may 2021, s.55-56.
https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

17.Viusal Mammadov, Sevinc Huseynli. Argon miuhitinde muxtalif rejimlarde termik
islonmanin p-GaAs/n-CdixZnxSi1yTey heterokecidlarinin duzlandirma amsalina tasiri.
Azarbaycan xalginin imummilli lideri H.9.8liyevin 98-ci ildénimina hasr edilmis
“Galacayin alimleri” telabalerin VI Respublika elmi konfransinin materiallari, Baki, 3
may 2021, s.87-88. https://muallim.edu.az (Darc olunub).

18.Sahin Blakbarov, Aytac Heydarova. Polibutadienin va polibutadien+Al20s kompozitinin
dielektrik parametrloerinin temperatur asilihgli. Magistrlarin va genc tedqigatgilarin
"Fizika va astronomiya problemlari”, XX| Respublika konfransi. Baki, 21 may 2021,
s.103-104 https:/fteams.microsoft.com (Darc olunub).

19.9mina Aslanova, Asiya Cahangirova. Kontakt sethinin mahdudiugunun Sottki
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kecidinin carayanina tasiri, Magistrlarin ve ganc tadgiqatcilarin "Fizika ve astronomiya
problemleri”", XXI Respublika konfransi. Baki, 21 may 2021, s.51-52
https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

20.9mina Aslanova, Rasim Mammadov. GaAs sasasli Sottki diodunun duz istiqgamatda
VAX-na ©ES-nin tasiri. Magistrantlarin va ganc tedqigatgilarin “Fizika ve astronomiya
problemleri” XXI Respublika konfransi. Baki, 21 may 2021, s.63-64
https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

21.9mina Aslanova, Rasim Mammadov. Photoelectric in Schottky diodes with an
additional electric field, 2" International Conference on Light and Light-Based
Technologies (ICLLT- 2021), Gazi University, Turkey, May 26-28 2021, p.63,
https://icllt-2.gazi.edu.tr (Darc olunub).

22.9mina Aslanova, Rasim Memmadov, Rena Babayeva. Dimension dependence of the |
- V characteristic of illuminated Au-nGaAs Schottky diodes with an additional electric
field , 2nd International Conference on Light and Light-Based Technologies (ICLLT
2021) Qazi University, Turkey, May 26-28 2021, p.65, https://icllt-2.gazi.edu.tr (Darc
olunub).

23.9mina Aslanova, Rasim Mammadov. Two-barrier energy structure of a Schottky diode
with additional electric field, 15! International Symposium on Recent Advances in
Fundamental and Applied Sciences (ISFAS-2021), Atattirk University Erzurum, Turkey
on 10-12 September 2021, p.50, https://atauni.edu.tr (Darc olunub).

24.9mina Aslanova, Rasim Mammadov, Rena Babayeva. New type of alternative current
source bas ed on Schottky diode with additional electric field, 1%t International
Symposium on Recent Advances in Fundamental and Applied Sciences (ISFAS-2021)
Atatlrk University, Turkey on 10-12 September 2021, p.49, https://atauni.edu.tr (Darc
olunub).

25.9mina Aslanova, Rasim Mammadov. Electrical properties of two-barrier Schottky
diodes. VII International Conference Modern Trends in Physics, 15-17 Decernber
2021, p.17-19. Baku State Univetsity (BSU) (Azerbaijan), (Darc olunub).

8 | Mbvzu uzra tezisloar

Muselliflerin ad ve soyadlari tam sekilde yazilmali:

Tezisin darc olunmasi, capa qabul olunmasi ve ya ¢apa gonderildiyi geyd olunmali;
Tezislarin surstlari hesabata slave edilmali ve manbanin internetdaki linki gostarilmalidir.

1. Axven AO6auHoB, PenHa Babaesa. PoTto 3.4.C. Ha KOHTaAKTe MeTann/CnoucTbin

_________________________________________________________________________________________________________________________|
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nosilynpoBOAHUK N-INSe npu ycrnoBusiX pasorpeBa HOCUTENEW TOKa 3MeKTPUYECKUM
nonem // Teaucbl mexagyHapogHon KoHdepeHuun "OU3UKA. CIb/202”7, 18-22
okTa6psa 2021 r., ¢.415-416. https://physica.spb.ru (Darc olunub).

2. Tearlan Huseynov, Qeys Qaribov, Vagif Safsrov, Eldar Rasulov, Samsaddin
Allahverdiyev. Distribution of ions in the arc discharge in mercury vapor 1st
international congress of natural sciences (ICNAS - 2021), Atatirk University,
Erzurum, Turkey, 10-12 september 2021. Sertifikat almisam https://atauni.edu.tr (Darc
olunub).

3. Benyamaddin Davudov, Xanbike Ramazanova. impuls plazma buxarlandirma (isulu
ile murakkab birlegsmalerin nazik tabagalerinin alinmasi ve tadqiqi. “Turk dinyasinin
kegmisi ve gelacayi” adli XVIII Beynalxalq Elmi Simpoziumu, Qazaxstan, 25 sentyabr
2021, s.203-205. https://elger-etm.com (Darc olunub).

9 |ixtiragiliq, patent-lisenziya fealiyyati ve semaralasdirici tokliflar
Malumatlar nimunads gosterilon qaydada daxil edilmslidir.
Yoxdur
10 | Movzu uzra elmi maruzalar (seminarlar, konfranslar, dayirmi masalar va s. gixiglar)
Malumatlar niimunadse gosterilon qaydada daxil edilmsli, sedr, teskilatcr ve ya istirakgi olmasi gésterilmalidir.
ohmad Abdinov $Sahvelad oglu - “®PoTo 3.4.c. HA KOHTakTe MeTansn/CnoucTbIn
nonynpoBOAHUK N-INSe npu ycnoBusix pasorpeBa HOCUTENEN TOKA 3NEKTPUYECKMM nonem”
Il MexgyHapoaHas KoHdepeHums "®dusmka. Clb/202”, 18-22 oktabpsa 2021 r. — istirakei
11 | Yerli va xarici hamkarlarla alagalar
Maelumatlar nimunads gosterilon gaydada daxil edilmalidir.
Fiziki elektronika kafedrasinin midiri ®hmad Abdinov: 1. Azerbaycan Dévlet igtisad
Universiteti (UNEC),”"MUhandislik va tatbigi elmlar” kafedrasi, Babayeva Rena (birga
maqala)
12 | Telabalarin va ganc tadqiqgatgilarin moévzu lizra elmi-tadqigata calb olunmasi

Talabanin va elmi rahberin adi, soyadi tam yazilmalidir.
Layihelar, magalsler, konfrans materiallari olmasi, onlara aid mailumat gdstsrilmalidir

Fizika fakultasinin | ve Il kurs magistrantlari (az/b, syani) Piriyeva Dilara Nail qizi,

Qenbarova Sevinc Vali qizi va Rasulova Aide Rdvsan qizi, (elmi rehbar: Fiziki elektronika

kafedrasinin professoru Memmadov Hiseyn Mikayil oglu)

1.1. Huseyn Mammadov, Aide Rasulova, Dilare Piriyeva. Cokdirma rejiminin ve
mixtelif muhitlerds termik iglanmanin  nanoteksturali  p-Si/Cd1xZnxS(Se)

heterokecidlerinin elektrik va fotoelektrik xassalarine tasiri. Ganc tedqigatgilarin

_________________________________________________________________________________________________________________________|
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“Fizika ve astronomiya problemlari” magistrantlarin ve ganc tadqiqatcilarin XXI
Respublika elmi konfransinin  materiallari. 21 may 2021, s.113-114.
https://teams.microsoft.com (Darc olunub).

1.2. Huseyn Mammadov, Sevinc Qanbearova. Perovskite solar cell 1. Azarbaycan
xalginin dmummilli lideri H.9.8liyevin 98-ci ildonumina hasr edilmis “Galecayin
alimleri”’ talebalarin VI Respublika elmi konfransinin materiallari, Baki, 3 may 2021,

s.112-113. https://muallim.edu.az (Darc olunub).

13

Talabalarin va ganc tadqgiqatgilarin elmi maruzalari (seminarlar, konfranslar, dayirmi

masalar va s. gixiglar)
Malumatlar nimunads gdsterilon qaydada daxil edilmalidir.

Yoxdur

14

EImi problem va ya mdvzu tzra grant layihasi
Layihenin adi, rehberi, donor tagkilatin adi, layihanin Umumi deyeri, BDU-nun layihadaki payi, mévzu icragilarinin temsil
olunmasi gésterilmalidir.

Si-un sathinin nano-teksturasiyasi ile Si/CdixZnxS (Se)/ZnO nazik tebagali glines
elementlarinin effektivliyinin artiriimasi, Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda
Elmin inkisafi Fondu

Elmi-tadgigat layihsleri iizrs asas grant miisabigesinin (EIF-ETL-2020-2(36)) qalibi olmus
layiha (50 000 (alli min manat)

Movzu icragilarinin layihada tamsil olunmasi:

Coeferov Maarif — (layiha rahbari)

Mammadov Hiseyn, Memmadov Visal, Nasirov Elsan, Qdngs Eyvazova — (layiha
istirakcilar)

BDU-nun layihada teamsil olunmasi:

Layihadas istirak eden 5 nafardan 5 nafer BDU amakdasidir.

14

Mukafatlar va taltiflar hagqginda
Maelumatlar nimunads gosterilon gaydada daxil edilmalidir.

Yoxdur

15

Kitab, darslik, dars vasaiti, metodik vasait, metodik gdstaris
©mekdasim adi ve soyads tam gdsterilmekls, vesait, ads, nasr ili, yazs dili, nasriyyat, seh.

Yoxdur

16

Beynalxalq elmi alagaler
©mekdasin adi ve soyads tam gdsterilmekla, hansi élke ,sahar ve misssisada, hansi magsadle, hansi middadte
olmusgdur.

Yoxdur

17

Kecirilmig elmi konfranslar
Adi, saviyyesi (beynalxalq ya yerli), kecirilma tarixi, miiddasti, makan, birge messisaler, istirakgilarin sayi, internet linki
gOstarilmakla

Yoxdur
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18 | EImi kadrlarin attestasiyasi
Adi, soyad tam yaz/imals, elm sahesi ve ixtisas, attestasiyanin kegcirilma tarixi, mekan, diplom némrasi, hans; miisssise
terafinden verilmigdir géstarilmalidir.

Yoxdur

19 | Dissertant va doktorantlar
Adi, soyad tam yazi/lmali, elm sahassi ve ixtisas, elmi rehber gdstarilmalidir.

Yoxdur

20 | Xarici 6lkada iglayan amakdaslar
Adi, soyad tam yaz/imali, elm sahassi ve ixtisas, 6lke, sehar, miiessise, sebabi, tarix gosterilmalidir.

Yoxdur

21 | Tesarrufat mugavilali elmi tadgiqat iglari
M®ovzu, tarix, rehbar, sifarisci tegkilat, isin hacmi (min manatla), tetbig sahssi ve igtisadi semarasi gdsterilmalidir.

Yoxdur

22 | istehsalatda tetbiq ticiin hazir olan innovasiya mehsullari ve yeni texnologiyalar
fcragi, mahsulun (texnologiyanin) adi, qisa xarakteristika, miiqayisesi, misllif sehadstnamasi, patent, harda tatbiq
olunub ve ya oluna hiler, gézlenilen igtisadi semara gdstarilmalidir.

Yoxdur
23 | Baki Dovlat Universitetinin elmi strukturlari ile alage
Yoxdur
23
STATISTIK cabDvalL
Sayi
Xarici jurnallarda darc olunmus magale 8
Yerli jurnallarda darc olunmus maqala 5
Beynalxalg elmmetrik bazalarda indekslenmis jurnallarda derc olunmus
magale
Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda Ali Attestasiya
Komissiyasinin tovsiya etdiyi yerli elmi jurnallarda derc olunmus
maqalaler
Beynalxalg saviyyali elmi konfranslarda ¢ap olunmus konfrans materiali 5
Beynalxalqg saviyyali elmi konfranslarda mearuza
Yerli elmi konfranslarda maruza
Beynalxalqg saviyyali elmi konfranslarda ¢ap olunmus konfrans materiali-
maqgala
Beynalxalg saviyyali elmi konfranslarda ¢ap olunmus konfrans materiali- 3
tezis
Yerli elmi konfranslarda ¢ap olunmus konfrans materiali-maqals
Yerli elmi konfranslarda ¢ap olunmus konfrans materiali-tezis 20
Patent (beynalxalq)
Patent (Respublika)
Qrant layihasi (beynalxalq)

Elmi-tadqiqat islerinin naticalarinin hesabati 23




Dovlat Universiteti

Qrant layihasi (Respublika) 1
Qrant layihasinds istirak eden amakdaslar: 5 naferdan 5
Monografiya

Darslik ve ya dars vasaiti

Metodik vesait ve metodik tovsiyys

Elmi tadgigat mévzusunun yerina yetirildiyi struktur (ETI —s6bs, fakillte-kafedra, ETM,
ETL - adi gostarilmakla)

Fizika faktultesinin dekan muavini

Struktur rahbari Mammadov Vusal Usub oglu

Kafedra (so6ba) mudiri Abdinov ®9hmad S$ahvalad oglu
| MGvzunun rahbari Abdinov 9hmad $ahvalad oglu

[l MGvzunun rahbari Huseynov Tearlan Xanbaba oglu
[l MGvzunun rahbari Mammadov Hiseyn Mikayil oglu
Tarix

Qeyd:

- ©mokdaglarin adi, soyadi tam sokilde yazilmalidir.
- Melumatlar nimunade g0sterilon gaydada daxil edilmalidir.
- Faktlarin internet (i nvani gésterilmalidir
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